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Red Eléctrica Inteligente

El concepto Smart Grid o Red Eléctrica Inteligente (REI) consiste en la

incorporación de “inteligencia” a la operación de las Redes Eléctricas a

través del uso de nuevas tecnologías. Con esta “inteligencia” será factible

la integración a la red eléctrica de los siguientes recursos:

 Generación Distribuida

 Fuentes de Generación Renovable

 Sistemas de Almacenamiento de Energía

Asimismo, permitirá la implantación de los mecanismos de control de la

demanda y medición automática. Funciones necesarias para la

generación de los diferentes tipos de productos requeridos en los

mercados eléctricos mayoristas y minoristas.
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Metodología 

Se realizo una comparación de las tecnologías de Si y SiC, con el propósito

de analizar los niveles de eficiencia y las pérdidas de energía presentes en

cada uno de los dispositivos, así como analizar las diferencias al

implementar los disparos por dispositivos ópticos para reducir el ruido

eléctrico por conmutación.
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Pruebas de SiC con carga inductiva en aplicación 
de potencia

Se realizaron pruebas el los dispositivos SiC, ante la programacion de un

pulso y su complementario a 50 Khz (generadas con un DSP TMS320F377D),

para la activación de un puente H con un inductor y un trasformador

elevador (1:8.1).
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Problemática (Ruido)

Ruido por conmutación en primario y secundario



Problemática (Ruido)

Ruido 10 us

Propagación de Ruido por conmutación



Problemática (Ruido)



Resultados

Disparadores Ópticos y reducción de ruido por 

conmutación 



Resultados

Señales de operación de conmutación Señales del transformador sin carga



Conclusiones

 Al validar la eficiencia de los dispositivos SiC ante aplicaciones de potencia, se

presentaron los problemas de oscilación en las tensiones del convertidor, lo cual

fue resuelto con el uso de elementos que mejoraran su funcionalidad y así

mismo dieran protección a la etapa de control, como los disparadores ópticos

 Satisfactoriamente se presenta un desarrollo tecnológico que puede dar inicio

a investigaciones en sistemas especializados, como un sistema de gestión

distribuida con aportes novedosos que favorezcan para la incursión de

tecnologías en el sector energético.
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